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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

VALEURS LIMITES ET CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES

DES DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS

ET PRINCIPES GENERAUX DES METHODES DE MESURES

Premiére partie: Valeurs limites et caractéristiques essentielles

PREAMBULE

1

2)

3)

4

tar le Somité d’Etudes N° 47: Dispositifs
caracté ;
les principes gé

¥’suivants se sont prononcés explicitement en faveur de la publication:

< publication ont débuté & Visterds en 1958 et se sont pg
1959. Un projet fut soumis & ’approbation des Comités n4

hrés par des Comités
Pdans la plus grande

[omités nationaux ne
fondamentale de ces

pour harmoniser les

W semiconducteurs

leurs limites et les

pour petlts 31gnaux de falble puissance et des transistors ainsi que

ation, traitant des
C.E.L.

ursuivis lors d’une
tionaux suivant la
réunion a Londres
pour approbation

Allemagne Italie

Autriche Japon

Belgique Pays-Bas

Canada Roumanie

Danemark Royaume-Uni

Etats-Unis d’Amérique Suede

Finlande Suisse

France Tchécoslovaquie

Hongrie Union des Républiques Socialistes Soviétiques

Yougoslavie


https://iecnorm.com/api/?name=ce9126734a862725fbab119eebe87c48

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

VALEURS LIMITES ET CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES
DES DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS
ET PRINCIPES GENERAUX DES METHODES DE MESURES

Premiére partie: Valeurs limites et caractéristiques essentielles

PREAMBULE
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ESSENTIAL RATINGS AND CHARACTERISTICS
OF SEMICONDUCTOR DEVICES
AND GENERAL PRINCIPLES OF MEASURING METHODS

Part 1: Essential ratings and characteristics

FOREWORD

1) The formpl decisions or agreement of the I.LE.C. on technical matters, prepared by Technical €0 nmtt s ohwhich fll the
National |Committees having a special interest therein are represented, express, as near iternafional
consensug of opinion on the subjects dealt with.

2) They havg the form of recommendations for international use and they are accepted\by the Natj in that
sense.

3) In order fo promote this international unification, the I.E.C. expresses the wish tha orfimittees having as
yet no ndtional rules, when preparing such rules, should use the LEL i t is for
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11 avait été décidé, a origine, d’entreprendre les travaux dans I’ordre suivant:

— diodes pour petits signaux de faible puissance

transistors pour petits signaux de faible puissance

diodes de tension de référence et diodes régulatrices de tension (diodes Zener)
transistors de puissance

— diodes de redressement de puissance

— transistors de commutation

— etc.

!

!

Etant donné le besoin urgent de ces recommandations, il a été décidé de publier les valeurs limites et
caractéristiques essentielles par type de dispositif au fur et & mesure de leur approbation.

La présente recommandation sera tenue a jour par des révisions et I'addition de compléments au fur
et 3 mesure de 'avancement des travaux du Comité d’Etudes N° 47 et comnte tenu des progres réalisés
dans le domaine des dispositifs & semiconducteurs.

@C@

24
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When the work was commenced, it was decided to proceed in the following order:

— low-power small-signal diodes

— low-power small-signal transistors

- voltage reference and voltage regulator diodes (Zener diodes)
power transistors

power rectifier diodes

switching transistors

— etc.

|

In view of the urgent need for these recommendations, it has been decided to publish Essential
Ratings and Characteristics for each type of device as soon as they are approved.

This recommendation will be kept up to date by revising and extending the document as the work in
Technical Committee No. 47 continues and takes into account advances in the field of semicondpctor

@‘}

@
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VALEURS LIMITES ET CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES

DES DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS

ET PRINCIPES GENERAUX DES METHODES DE MESURES

Premiére partie: Valeurs limites et caractéristiques essentielles

GENERALITES

1. Domaine d’application

La publication 134 de la C.E.I.
ticuli¢rement ce qui goncerne le p

fiés~suivant
étre exclus de cette recommandation

eCommandations concernant les valeurs limites, les caractg
ombre de types de diodes et de transistors & semiconducteus
de données A publier par un fabricant lorsqu’il décrit son pr|

liste des Valeurs

produit. Le but
bnt été réduites a
ires.

5 C.E.IL existantes

N° 1, 3 et 25 con-
semiconducteurs.

employés, et par-
ifs & semiconduc-

fes sur le systéme

ristiques et autres
s, qui constituent
bduit dans un but

endant des produits qui fonctionnent bien dans des circuits spéciaux sans avoir été spéci-
Gutes les caractéristiques mentionnées dans ce document. De ce fait, ces

produits peuvent

Dans ce document et les suivants, les transistors sont classés selon leurs applications, par exemple:
types de faible puissance, de commutation, etc.. La plupart des parametres donnés pour les transistors
concernent des transistors triodes & jonctions mais presque tous les parametres sont applicables aux autres
types de transistors 4 jonctions, par exemple, les tétrodes. Les transistors & pointes n’ont pas été inclus.

Les valeurs limites et les caractéristiques sont normalement données en fonction
ambiante et/ou en fonction de la température du boitier ou de 'embase, selon la méth

de la température
ode de refroidisse-

ment. Par suite, sauf spécifications contraires, deux méthodes de refroidissement ont été envisagées dans

ce document: le «refroidissement par air» et le «refroidissement par conduction».
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ESSENTIAL RATINGS AND CHARACTERISTICS
OF SEMICONDUCTOR DEVICES
AND GENERAL PRINCIPLES OF MEASURING METHODS

Part 1: Essential ratings and characteristics

GENERAL

1. Scope

§ and
imary
ced

This recommendation provides for each type of semiconductor device, a list of
Characteris i
purpose of
to a minim

The gd with
internation

New p 5 for
the special

L.E.C. [ res-
ponsibility

At prepent, all ratings

9,

Ktem.

3. Introdwction

This d
number of
to be quotd

regarding ratings, characteristics and other parametery of a
ddes and transistors, which generally constitute the minimum| data

There pre, howsvyer, products that perform well in special circuits without being specified for alll the
characterisfics’mentioneduin this document. Therefore, such products may be excluded from this rgcom-
mendation

In this and subsequent documents, transistors are classified according to their application, e.g. low-
power types, switching types, etc.. For transistors, most of the parameters given are with reference
to junction triode transistors, but nearly all the parameters would be applicable to other types of junction
transistors, e.g. tetrodes. Point contact transistors have not been included.

Ratings and characteristics are normally given in terms of ambient temperature and/or in terms of
case or stud temperature, depending on the method of cooling. Therefore, unless otherwise stated, for the
purpose of this document only two methods of cooling are specified: “air-cooling” and “conduction-
cooling”.
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1. Un «dispositif & refroidissement par air» est considéré ici comme étant celui dans lequel la dissipation
de chaleur se fait au moyen de la convection de I’air libre, radiation et conduction le long des sorties.
Pour les dispositifs a refroidissement par air, les valeurs limites et les caractéristiques sont exprimées
en fonction de la température ambiante.

2. Un «dispositif & refroidissement par conduction» est considéré ici comme étant celui dans lequel la
dissipation majeure est obtenue par conduction vers un radiateur qui ne fait pas normalement partie
intégrante du dispositif. Pour les dispositifs a refroidissement par conduction, les valeurs limites et
les caractéristiques sont exprimées en fonction de la température du boitier ou de ’embase.

I1 est admis qu’il existe d’autres méthodes possibles de refroidissement et que si, pour une classe déter-
minée de dispositifs, d’autres méthodes de refroidissement sont primordiales pour la fixation des valeurs

li eS—eera—Sera “":" a—Pa e—4 et cH et e

biante spécifiée
8, «dispositifs a

Les valeurs limites et les caractéristiques devront étre données a
Jou a la température du boitier ou de I’embase, suivant le cas, r¢
pfroidissement par air» et pour les «dispositifs & refroidissemen
tilisé devra étre indiqué.

o = O

Dans ce but, pour un dispositif 3 «refroidissement par ai températwre ambianje » sera définie
bmme suit:
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+25°C* + 70°C +175°C
+40°C + 85°C +4-200°C
+45°C +100°C +250°C
+55°C +125°C +300°C
+60°C 4150°C

* 11 est recommandé d’indiquer la plupart des valeurs limites et caractéristiques
essentielles a 25°C.

Pour chaque type de dispositif, les valeurs limites seront indiquées en premier, suivies par les carac-
téristiques essentielles. Pour le moment, le syst¢tme de valeurs limites utilisé est le systéme des valeurs
limites absolues.

Dans le cas ou il sera nécessaire de faire état de valeurs types dans ces recommandations, il est bien
entendu qu’elles seront destinées a guider I'ingénieur, mais ne devront pas &tre considérées comme des
valeurs garanties.
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terms of ambient temperature.

An “air-cooled” device is here considered to be one from which the heat dissipation is by means of

natural air convection, radiation and conduction along the leads. Air-cooled devices are specified in

A “conduction-cooled” device is here considered to be one in which the major dissipation path is by

means of conduction to a heat sink which is not normally an integral part of the device. Conduction-

cooled

devices are specified in terms of case or stud temperature.

[t is recognized that there are other possible cooling methods, and where for a particular class of
device other cooling methods are significantly important in the establishment of ratings, it will be so stated
in the appropriate section of the document.

Essenti
case or stu

1t should bg

For th
shall apply

Ambient te

The te

enclosure of

S0 construc

Note. — Unlg
4. Recom
Tempe,

following ligt

al ratings and characteristics should be quoted at a specified ambien
i temperature, as appropriate, for “air-cooled” or “conduction-cools
stated which reference point is used.

s purpose, with an “‘air-cooled” device, the following ¢ ént tempera

piperature

mperature below a semiconductor deyi
a substantially uniform temperatuye

ratings and characteristics should be chosen fron

X +25°C* + 70°C +175°C

C +40°C + 85°C +200°C

2 \ +45°C +100°C +250°C

<10° +355°C +125°C +300°C
+60°C +150°C

o be

0 the

——* Moy of-the Tatimgs—amdcharacteristicsare Tecommemded—to—bestated—at25°€:

For each type of device, the essential ratings are given first, followed by the required data on charac-

teristics.

For the present time, the ratings system used is the absolute maximum system.

Where typical values are called for in these recommendations, it should be understood that they are

intended fo

r engineering guidance and not as guaranteed values.
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CHAPITRE I: DIODES A SEMICONDUCTEURS

SECTION UN - DIODES POUR PETITS SIGNAUX DE FAIBLE PUISSANCE

1. Valeurs limites

1.1 Tensions et courants

Les valeurs limites suivantes devront étre indiquées a 25°C et
choisie de préférence dans la liste donnée dans I'introduction.

pérature spécifiée

1.1.1 Tension inverse de créte pour des conditions de fo
1.1.2 Tension inverse moyenne ou continue.

1.1.3 Courant redressé moyen pour la valeug $rse de créte dans un circuit
demi-onde sinusoidal comportant ung Esistive ye fréquence suffisamment basse
pour éviter des effets réactifs.

e tension inverse.

bns spécifiées, ou

a jonction et le boitier, ou la jonction|et 'ambiance, et

tion en fonctionnement.

ximale du boitier, de 'ambiance ou de la jonction, en fonfttionnement sous

Caracteristiques essentielles

Les caractéristiques essentielles suivantes devront étre indiquées & 25°C et & une autre température
spécifiée choisie de préférence dans la liste donnée dans 'introduction.

2.1 Courant inverse (Ig)

Valeur maximale pour la valeur limite spécifiée de la tension inverse continue et pour une faible
tension inverse (Vr) choisie de préférence parmi:

1,5;3;10V.
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CHAPTER I: SEMICONDUCTOR DIODES

SECTION ONE - LOW-POWER SMALL-SIGNAL DIODES

1. Ratings

1.1 Vo

Th|
ch

1.2 Po

Th
ca

1.3 Te
1.3.1

1.3.2

2. Charad

ltages and currents

e following ratings should be stated at 25°C and at one other specified temperature prefes
sen from the list given in the introduction.

Maximum peak reverse voltage under specified operating conditigns.
Maximum continuous or mean reverse voltage.

Maximuim mean rectified current at maximum peak reve R sinusgidal half-y
bircuit with a resistive load at a frequency sufficient i

Maximum continuous forward curpé

storage tgmperatures.

ambient or junction temperature under specified conditions.

teristics

ably

vave

age.

n to

The following characteristics shouid be stated at 25°C and at one other specified temperature prefer-
ably chosen from the list given in the introduction.

2.1 Reverse current (Ig)

The maximum value at the rated maximum continuous reverse voltage and at a low reverse
voltage (Vr) preferably chosen from:

1.5;3;10V.
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2.2 Tension directe (Vr)

Valeurs maximale et minimale pour la valeur limite spécifiée du courant direct en régime perma-
nent et pour un faible courant (Ir) choisi de préférence parmi:

01;02;05;1;2;5;10;20; 50; 100 ; 200 etc. mA.
2.3 Capacité

2.4 Accumulation des porteurs ., . (.
Si ¢’est approprié. Ces caractéristiques devront

L alors étre données pour des conditions spécifiées.
2.5 Efficacité de redressement P

2.6 Facteur de bruit

2.7 Courbes caractéristiques types des courants direct et inversg’em fonckonmngde’loNtpnsion, la tension
devant figurer en abscisse.

3. Données mécaniques

Dessins d’encombrement mon
bles.

¢l 1les dimensions avec led limites convena-
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. Mechahical data

_ 15—
2.2 Forward voltage (Vv)

The maximum and minimum values at the rated maximum continuous forward current and at a
low current (Ir) preferably chosen from:

01:;02;05;1;2;5;10;20; 50 ; 100 ; 200 etc. mA.
2.3 Capacitance

2.4 Carrier st . -
arrier storage Where appropriate. These characteristics should

. , be stated under specified conditions.
2.5 Rectification efficiency ted un pectlied conaiio

2.6 Néise factor

2.7 Tpical characteristic curves of forward and reverse current as a functi tie voltdge to

apppear on the abscissae:

Ir = f(Vr)

tamb or fcase

Ir = f(Vr)

famb or Jease

Outling drawings showing the diode polarit d dix ! yopriate limits.
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CHAPITRE II: TRANSISTORS

SECTION UN - TRANSISTORS POUR PETITS SIGNAUX DE FAIBLE PUISSANCE

1. Valeurs limites

1.1 Tensions et courants

Les valeurs limites suivantes devront étre indiquées a 25°C et a une autre temp

hotaia da AFA a dane 1o Tota dosan o Aoae 10inden Jos bl oo
OIS IC— O PHCTCoRCo—Gat s Ta71stC— O CO—Ga T Nt oGt CtroOiT

érature spécifiée

1.1.1 Tension collecteur-base pour un courant d’émetteur nul.

1.1.2 Tension collecteur-émetteur pour un courant de base nul,
1.1.3  Tension inverse émetteur-base pour un courant de ¢
1.1.4 Courant de collecteur (si c’est approprié).
1.1.5 Courant d’émetteur (si c’est approprié).

1.1.6 Courant de base (si c’est approprié¢

Les valeurs limites précitées des o
nues et aux valeurs de créte

1.2 Puissance dissjpée

mances avec la température sous des cond

s’appliquent a la fois aux valeurs conti-

tions spécifiées,

ale entre la jonction et le boitier, ou la jonctiop et Pambiance,

bifiées.

1ales en relation avec les conditions de ventilation et/pu de montage

1.3.2 Température du boitier ou ambiante ou de la jonction pour des conditions spgcifiées.

2. Caractéristiques essentielles

2.1 Généralités

Les paramétres suivants devront &tre indiqués. Les valeurs devront étre publiées de préférence

pour une des tensions et/ou un des courants suivants:
Tensions (V): 1,0 ; 1,5 ;3,0;45;6,0;90;12;15;24; 30; 50 ; 60 ; 75

Courants (A): suivant I’échelle 1 ; 2 ; 5.

; 100.


https://iecnorm.com/api/?name=ce9126734a862725fbab119eebe87c48

— 17 —

CHAPTER I1I: TRANSISTORS

SECTION ONE - LOW-POWER SMALL-SIGNAL TRANSISTORS

1. Ratings

1.1 Voltages and currents

The following ratings should be stated at 25°C and at one other specified temperature preferably

ch

The above voltage and current ratingd\are te be ¢ ing both the continuous an|

Po
1.2 Pg

T}
D

2)

1.3 Tgpr

1.3.1

1.3.2

pserrfromthe st giverr i themtroductiorn:

Maximum collector-to-base voltage with zero emitter current.
Maximum collector-to-emitter voltage with zero base current.
Maximum emitter-to-base reverse voltage with zero collector c

Maximum collector current (where appropriate).

Maximum emitter current (where appropriate).

Maximum base current (where appropriate).

ak voltages or currents.

wer dissipation

Maximum operating case or ambient or junction temperature under specified conditions

d the

mnum

ified.

2. Characteristics

2.1 General

The following parameters should be quoted. The values should preferably be stated at one of
the following voltages and/or currents:

Voltages (V): 1.0 ; 1.5 ;3.0 ; 45; 6.0 ;90 ; 12; 15; 24 ; 30; 50 ; 60 ; 75 ; 100.

Currents (A): in the scale 1 ; 2 ; 5.
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